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(57) Abstract: The disclosure relates to a composite structure (100) comprising: * - a receiving substrate (3) having at least one cavity
(31), which is defined in said substrate and either free of solid material or filled with a sacrificial solid material; « - a single-crystal
semiconductor layer (1) placed on the receiving substrate (3), said layer having a free surface over the entire extent of the structure and
a thickness of between 0.1 micron and 100 microns; * - a piezoelectric layer (2) secured to the single-crystal semiconductor layer (1)
and placed between the latter and the receiving substrate (3). The disclosure also relates to a device based on a membrane (50) capable
of moving above a cavity (31) and formed from the composite structure (100). The disclosure further relates to a manufacturing process
for producing said composite structure.

(57) Abrégé : La divulgation concerne une structure composite (100) comprenant : * - un substrat receveur (3) comportant au moins
une cavité (31) définie dans ledit substrat et dépourvue de matériau solide ou remplie d'un matériau solide sacrificiel, * - une couche
semi-conductrice monocristalline (1) disposée sur le substrat receveur (3), ladite couche présentant une surface libre sur toute 1'é¢tendue
de la structure et une épaisseur comprise entre 0,1 micron et 100 microns, * - une couche piézoélectrique (2) solidaire de la couche
semi- conductrice monocristalline (1) et disposée entre cette derni¢re et le substrat receveur (3). La divulgation concerne également
un dispositif basé sur une membrane (50), mobile au-dessus d'une cavité (31), et formé a partir de la structure composite (100). La
divulgation concerne enfin un procédé de fabrication de la structure composite précitée.

[Suite sur la page suivante]



WO 2022/079366 A1 | [} I IDE 000 0RO 0 Y

KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM),
européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,
FLFR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SL, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BI, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:
— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))



